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õ。

��14.���T4)�!UAB.C�Q��"5。

UAQ� (mm)

V
*
E
�
W
�
�
 
(c

m
)

�� PDAF ��F
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��,�-���¬����t�PD�K)¥m��
?@$9�:����4<w�� �5。c	�15
�$r=，��nI�®*�5��à¯�0��HDR�
	�!� �6，O$�+	�� fo�°�w=

�= l�-i�，±�w=�= l�-i©。

£«Æ��:�?@An� !	�fo�ö��

�²1��!�� ��Ê<B,。
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�b4�����/。

http://www.onsemi.cn/


www.onsemi.cn
7

��1.�V^�HDR�LFM����JK.+@。
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�B78 3.0 �m 3.0 �m 3.0 �m 3.0 �m 2.8 �m
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KL BSI BSI BSI BSI BSI

�B LFW 175 Ke− 140 Ke− 78 Ke− 165 Ke− 22 Ke−

;<M= 140 dB 120 dB −110 dB 130 dB 120 dB
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NO��P7
>?Q
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30 dB @ 125C & 8 ms

25 dB @ 100C
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<18 dB @100C
<15 dB @125C

−25 dB @ 100C
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HDRLFM HDR
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��!4���140�dB，r<%�&'Es·��(
���30�dB。0�HCG���n，��$�¡&�*��
¡��*�1��ý �+1% �! �-1.5% �7^��_
*，&���YT��
1q�	�,-!·þ��

�0�Z*。

«Æ���/0���,�-RS����PD���
n，4�����1��23���5à¯� �0

�	�。

A��m�¸¹
QG���DEvI�_�[
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